
 

 

 

Fig.1 (a)成長温度 TS=100℃、 (b) 

TS=75℃のサンプルにおける規格化

された磁気粘性 S/MSの Ag 膜厚 z 依

存性。破線で示した膜厚から S/MS

の振動が始まる。 
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はじめに 

前回我々はエピタキシャル Fe/Au/Cr三層膜において、磁化のゆっくりとした緩和（スローダイナミクス）

を観測し、その緩和の程度（磁気粘性 S）が Au 膜厚に依存して周期~14.7Åで振動する振る舞いを示すこと

を報告した。また、この結果をもとに量子井戸形成によりスピン分極した Au と Crの界面における磁気フラ

ストレーションモデルを提案した[1]。今回我々は Fe/Ag/Cr三層膜においても同様の S の振動を確認した。さ

らに、Ag/Cr界面の乱れを変化させたときの S の振動的振る舞いについても調べた。これらの結果をもとに

Fe/Ag/Cr三層膜における上記界面磁気フラストレーションモデルの適用性について報告する。 

実験方法 

 エピタキシャル MgO(001)/Cr(50 Å)/Ag(z Å)/Fe(40 Å)/Ag cap(20 

Å)膜を MBE 法を用いて作製した。まず、MgO基板を 600℃で 1

時間アニールした後、成長温度 400℃の条件下で Cr層を堆積させ

た。その後成長温度 TS（=100℃、75℃）にて Ag/Fe/Ag cap層を堆

積させた。各層堆積の度に RHEED観察でエピタキシャル成長を

確認した。Ag 中間層の膜厚 z は z=0 Å から 40 Åまで変化させ、

熱残留磁化(MTRM)の緩和が z に対してどのように変化するかを

SQUIDを用いて調べた。この際、まず 300 Kで 500 Oeの磁場を印

加し、その後 250 Kまで 10K/minで冷却し、250K到達直後に磁場

を切り 10000sec間残留磁化 MTRMの時間変化を測定、という手順

で行った。 

実験結果 

 Fe/Ag/Cr三層膜においても Fe/Au/Cr三層膜同様全ての z, TSの試

料で MTRMは MTRM=M0-Slnt の式で表わされるような長時間にわた

る緩和を示した。ここで、t は時間、M0は定数、S はこのスローダ

イナミクスの程度を表す量で磁気粘性と呼ばれる。Fig.1は(a) 

TS=100℃、(b)75℃の試料における飽和磁化 MSで規格化された S

の z 依存性である。これをみると、一定の膜厚 zcより厚い z で振

動が起こり、この zcは TS=75℃の試料の方が TS=100℃の試料に比

べて小さい。これは、Ag/Cr界面のより平坦な Ts=75℃の試料の方

が薄い z で量子井戸が形成されることによるものと考えられる。

Ag は Au に比べて Cr上にエピタキシャル成長しづらいが、

Fe/Ag/Cr三層膜についても、本実験の結果は Ag 量子井戸形成に

よりスピン分極した Ag と Crの界面で磁気フラストレーションが

起こるモデルを支持していると言える。 
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